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(54) 배향막의 유전 특성이 측정가능한 액정 표시 장치를제조하는 방법 및 액정 표시 장치

(57) 요약

배향막의 유전 특성이 측정가능한 액정 표시 장치를 제조하는 방법 및 액정 표시 장치가 제공된다. 액정 표시 장치의 제조

방법은 박막 트랜지스터 기판에 화소 전극과 배향막의 유전 특성을 측정하는 커패시터의 패턴을 형성하는 단계, 상기 커패

시터와 접촉하도록 배향막을 코팅하는 단계, 및 상기 배향막의 유전 특성을 상기 커패시터를 통해 측정하는 단계를 포함한

다.

대표도

도 1

특허청구의 범위

청구항 1.

박막 트랜지스터 기판;

상기 기판상에 형성된 화소 전극과 배향막의 유전 특성을 측정하도록 +와 -가 양쪽 전극에 각각 대전가능한 커패시터 패

턴; 및
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상기 커패시터 패턴과 접촉하도록 상기 커패시터 패턴상에 형성된 배향막을 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 화소 전극과 상기 커패시터 패턴은 동일층에 형성되는 액정 표시 장치.

청구항 3.

컬러 필터 기판;

상기 기판상에 형성된 공통 전극과 배향막의 유전 특성을 측정하도록 +와 -가 양쪽 전극에 각각 대전가능한 커패시터 패

턴; 및

상기 커패시터 패턴과 접촉하도록 상기 커패시터 패턴상에 형성된 배향막을 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 공통 전극과 상기 커패시터 패턴은 동일층에 형성되는 액정 표시 장치.

청구항 5.

배향막; 및

상기 배향막 아래에 인접하여 형성되고, 그 일단은 배향막으로 덮이지 않는 금속 패턴을 가지는 기판을 포함하는 액정 표

시 장치.

청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 금속은 화소 전극 또는 공통 전극과 동일한 금속인 액정 표시 장치.

청구항 7.

제 5 항에 있어서,

상기 패턴은 인터디지털로 구성된 커패시터인 액정 표시 장치.

청구항 8.

공개특허 10-2006-0125318

- 2 -



제 5 항에 있어서,

상기 패턴은 상기 액정 표시 장치에서 데이터를 표시하지 않는 비표시영역에 위치한 액정 표시 장치.

청구항 9.

제 5 항에 있어서,

상기 기판은 박막 트랜지스터 기판 또는 컬러필터 기판인 액정 표시 장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 디스플레이 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 액정 표시 장치에 관한 것이다.

액정 표시 장치(Liquid crystal display)는 현재 가장 널리 사용되고 있는 평판 표시 장치 중 하나로서, 화소 전극과 공통

전극 등 전계 생성 전극이 형성되어 있는 두 장의 표시판과 그 사이에 삽입되어 있는 액정층으로 이루어지며, 전계 생성 전

극에 전압을 인가하여 액정층에 전계를 생성하고 이를 통하여 액정층의 액정 분자들의 기울어지는 정도를 결정하고 입사

광의 편광을 제어함으로써 영상을 표시한다.

이러한 액정 표시 장치는 구동방식의 차이에 따라, 스위칭 소자 및 TN(Twisted Nematic) 액정을 이용한 액티브 매트릭스

(active matrix) 표시방식과 STN(Super-Twisted Nematic) 액정을 이용한 패시브 매트릭스(passive matrix) 표시방식

으로 크게 구분할 수 있다.

상기 두 표시 방식의 가장 큰 차이점은, 액티브 매트릭스 표시방식이 박막 트랜지스터(thin film transistor: TFT)를 스위

치로 이용하여 액정 표시 장치를 구동하는 방식인데 반해, 패시브 매트릭스 표시방식은 트랜지스터를 사용하지 않기 때문

에 이와 관련한 복잡한 회로를 필요로 하지 않는다는 것이다. 기술적으로 우위에 있는 박막 트랜지스터를 이용한 액티브

매트릭스 표시방식의 액정 표시 장치가 휴대용 컴퓨터의 보급 등에 따라 널리 사용되고 있다.

액티브 매트릭스 표시 방식의 액정 표시 장치를 제조하는 과정은, 크게, 박막 트랜지스터(TFT) 기판을 제조하기 위한

TFT 공정, 컬러 필터 기판을 제조하기 위한 컬러 필터 공정, TFT 공정과 컬러 필터 공정을 통해 제조된 TFT 기판과 컬러

필터 기판을 합착하고 액정을 주입하여 액정표시패널을 제조하는 액정 셀 공정 및 액정 셀 공정을 통해 제조 완성된 액정

표시패널과 기타 모듈을 결합하여 액정 표시 장치를 완성하는 모듈 공정 등으로 구분할 수 있다.

이때, 상기한 각각의 공정은 또 다시 수많은 세부 공정 단계로 구분할 수 있는데, 가령 TFT 공정은, 반복되는 박막, 증착,

사진, 식각 공정과 이러한 각각의 공정 전후에 수행되는 검사 및 세정 공정 등으로 이루어지며, 액정 셀 공정은 배향막 인

쇄, 러빙(rubbing), 스페이서(spacer) 산포, 기판 합착, 절단, 액정 주입 및 봉지, 편광판 부착, 검사 등의 세부 공정 단계를

포함하여 구성된다.

여기서, 상기 배향막 인쇄 공정은 제작 완료된 TFT 기판 및 컬러 필터 기판의 화소 전극 및 공통 전극 상에서 이루어진다.

배향막은 전극의 성분인 ITO(indium-tin-oxide) 등의 표면과 우수한 접착 특성을 가져야 하고, 200℃ 이하에서 1000Å

이하의 균일한 박막 형성이 가능해야 하며, 전기적, 화학적 안정성이 높아 액정과 반응하지 않아야 한다.
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따라서 배향막의 유전률에 대한 특성은 액정 표시 장치의 성능과 관련되어 있다. 그런데 과거의 TEG(Test Element

Group)을 통해서는 TFT 기판 및 컬러 필터 기판의 공정 조건에 중점을 두어 모니터링을 하는 반면, 배향막의 유전율에 대

한 모니터링이 이루어지지 않고 있다. 배향막의 유전율이 액정의 회전에 영향을 주는 반면, 이에 대한 모니터링이 이루어

지지 않았다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 배향막의 유전 특성을 측정하는 엘리먼트를 공정 과정에서 기판에 생성하고자 하

는 것이다.

또한, 본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는, 이러한 엘리먼트가 생성된 기판을 통해 배향막에서 발생하는 불량률

또는 잔상 문제를 해결하고자 하는 것이다.

본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아

래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

발명의 구성

상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법은 박막 트랜지스터 기판에 화

소 전극과 배향막의 유전 특성을 측정하는 커패시터의 패턴을 형성하는 단계, 상기 커패시터와 접촉하도록 배향막을 코팅

하는 단계, 및 상기 배향막의 유전 특성을 상기 커패시터를 통해 측정하는 단계를 포함한다.

또한, 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법은 컬러 필터 기판에

공통 전극과 배향막의 유전 특성을 측정하는 커패시터의 패턴을 형성하는 단계, 상기 커패시터와 접촉하도록 배향막을 코

팅하는 단계, 및 상기 배향막의 유전 특성을 상기 커패시터를 통해 측정하는 단계를 포함한다.

또한, 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 장치는 박막 트랜지스터 기판, 상기 기판

상에 형성된 화소 전극과 배향막의 유전 특성을 측정하도록 +와 -가 양쪽 전극에 각각 대전가능한 커패시터 패턴, 및 상기

커패시터 패턴과 접촉하도록 상기 커패시터 패턴상에 형성된 배향막을 포함한다.

또한, 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 표시 장치는 컬러 필터 기판, 상기 기판상에

형성된 공통 전극과 배향막의 유전 특성을 측정하도록 +와 -가 양쪽 전극에 각각 대전가능한 커패시터 패턴, 및 상기 커패

시터 패턴과 접촉하도록 상기 커패시터 패턴상에 형성된 배향막을 포함한다.

또한, 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 표시 장치는 배향막, 및 상기 배향막 아래에

인접하여 형성되고, 그 일단은 배향막으로 덮이지 않는 금속 패턴을 가지는 기판을 포함한다.

기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참

조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로

구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가

진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세

서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.

이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 의한 액정 표시 장치에 대하여 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 배향막의 유전 특성을 검사하는 엘리먼트를 삽입한 경우를 보여주는 예시도이다.

두 개의 패드(510, 520)는 배향막(100)이 코팅되기 전에 기판(200)위에 형성된다. 두 개의 패드(510, 520)는 +, - 극으로

연결되며, 이들의 전기적 작용에 의해 인터디지털 커패시터(interdigital capacitor)의 기능을 수행한다. 인터디지털 커패

시터를 구현하기 위한 패턴은 공통 전극, 화소 전극(픽셀 전극) 또는 소스 드레인 전극(S/D 전극)을 기판에 식각하는 과정

에서 함께 식각할 수 있다.
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인터디지털 커패시터(511, 521)는 기판(200)과 배향막 사이에 위치하며, 전기가 가해질 경우, 두 패드에 흐르는 전류로 배

향막의 유전 특성을 구할 수 있다. 인터디지털 커패시터(511, 521)가 서로 교차하여 위치하고 있으므로, 이들 교차되는 부

분에 가해지는 전기의 흐름을 통해 접촉하는 배향막의 유전 특성을 구할 수 있다. 이 부분을 TEG(Test Element Group)

에 함께 삽입할 경우, 배향막을 생성하면서 유전 특성을 모니터링 할 수 있다.

도 1과 같이 배향막을 코팅하기 전에 커패시터를 생성하기 위해서는 기판에 전극의 패턴을 식각하면서 함께 식각할 수 있

다. TEG 부분에 511, 521와 같이 식각하고, 그 위에 배향막을 코팅하는 공정으로 이루어진다. 박판 트랜지스터의 공통 전

극 또는 화소 전극을 식각하면서, 배향막이 도포될 영역 중 가장자리 공간에 인터디지털 커패시터의 패턴을 식각할 수 있

다. 또한 컬러 필터 기판의 공통 전극을 식각하면서, 배향막이 도포될 영역 중 가장자리 공간에 인터디지털 커패시터의 패

턴을 식각할 수 있다.

도 2는 도 1의 인터디지털 커패시터(511, 521)와 기판, 배향막의 위치를 단면으로 보여주는 단면도이다.

박막 트랜지스터 기판 또는 컬러 기판(200) 위에 공통 전극, 화소 전극 또는 S/D 전극과 같은 인터디지털 커패시터(도 1의

511, 521)를 배치시킨다. 핑거 부분이 교차되어 배치되므로, 도 2에서는 511과 521이 교차하여 나타나게 된다. 그리고 이

위에 배향막(100)을 도포한다. 그 결과 배향막(100)과 기판(200) 사이에 인터디지털 커패시터(511, 521)의 핑거 부분이

배치된다. 배향막(100)과 접촉하며, 또한 배향막의 하부에 위치하므로, 배향막(100)을 도포하는 과정에서 배향막의 유전

특성을 측정할 수 있다.

한편 TEG 영역 이외에 액티브(active) 영역에도 커패시터의 패턴을 식각하여, 실제 액정 표시 장치의 패널 구동 평가시에

도 배향막의 유전 특성을 측정할 수 있다. 액정 표시 장치를 제조하는 과정에서 온도, 자외선 등에 의해, 배향막의 이미드

율(imidization ratio)이 달라지는데, 이와 관련해서 변화하는 유전 상수의 실수부와 허수부를 측정함으로써 커패시턴스

(capacitance)와 도전율(conductivity)등이 검출되며, 이를 모니터링 함으로써, 불량 및 잔상을 발견할 수 있다. 상기 커패

시터의 패턴을 액티브 영역에 식각하기 위해서는 배향막이 도포된 영역 중에서 화소 정보를 출력하지 않는 영역에 식각을

할 수 있다.

식각된 커패시터의 패턴에서 실수부의 측정을 통해 유전율을 계산할 수 있고, 허수부의 측정을 통해 도전율을 구할 수 있

다. 여기에서 각 제품마다 허용할 수 있는 유전율과 도전율의 범위가 존재하는데, 이 범위를 벗어나는 경우, 불량으로 판단

할 수 있다. 이러한 범위는 제품에 따라 다르므로, 매 공정시 허용가능한 유전율과 도전율의 범위는 별도로 설정하여, 커패

시터의 패턴에서 나오는 값과 비교할 수 있다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 배향막과 기판 사이에 삽입되는 엘리먼트의 구조를 보여주는 예시도이다. 엘리먼트의

일 예로 인터디지털 커패시터(Interdigital Capacitor)(530)를 보여주고 있다. 커패시터는 도 2에서 보여지는 여러 인자들

에 의해 그 특성이 결정된다. 양 단(531, 532)의 핑거와 핑거 사이의 거리(G), 핑거와 다른 전극단의 거리(Ge), 그리고 핑

거의 폭(W)과 핑거의 길이(L)로 유전 특성을 알 수 있다. 도 3의 패턴은 배향막 아래에 위치하는 전극을 식각하면서 함께

식각된다. 커패시터가 화면의 화소를 가리지 않도록, 테스트를 수행하는 TEG 영역 또는 배향막은 도포되지만 실제 픽셀

정보가 전달되지 않는 영역에 상기 커패시터를 위치시킨다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 배향막의 유전 특성을 측정하는 커패시터가 삽입될 수 있는 위치를 액정 표시 장치의

단면에 표시한 예시도이다.

액정 표시 장치는 크게 컬러 필터 기판(210)과 박막 트랜지스터 기판(260)으로 이루어진다. 패널로 조립된 도 4의 단면 상

에서 컬러 필터 기판(210)의 상측에는 편광판(220)이 위치한다. 그리고 컬러 필터 기판(210) 하층에는 블랙 매트릭스

(216), 칼라 필터(214) 및 ITO 재질의 공통 전극(212)이 구비되어 있다. 그리고 그 아래에 폴리이미드 재질의 배향막

(110)이 있다. 여기서 배향막(110)의 유전 특성을 알기 위해 컬러 필터 기판의 끝 쪽(249)에 공통 전극(212)을 식각하면서

인터디지털 커패시터를 식각할 수 있다. TEG 영역이 될 수 있으며, 또는 액정 표시 장치의 패널 내부이지만 화소를 출력하

지 않는 외곽 지역에 식각될 수 있다.

박막 트랜지스터 기판(260)의 하측에는 역시 편광판(280)이 위치한다. 그리고 박막 트랜지스터 기판(260) 위에는 게이트

전극(270), 게이트 절연막(268), 비정질 실리콘 재질의 반도체층(266) 및, 소오스/드레인 전극(262),(263)과 이들에 대한

보호막(261)으로 구성된 액티브 패턴과, ITO 재질의 공통 전극(272)이 구비되어 있다. 그리고 그 위에 폴리이미드 재질의
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배향막(160)이 도포되어 있다. 박막 트랜지스터 기판(260)의 끝 쪽(289)에 공통 전극(272)를 식각하면서 인터디지털 커

패시터를 식각할 수 있다. TEG 영역이 될 수 있으며, 또는 액정 표시 장치의 패널 내부이지만 화소를 제어하지 않는 외곽

지역에 식각될 수 있다.

도 4에서 예시로 든 참조번호 249 영역과 289 영역은 액정 표시 장치의 출력에 방해가 되지 않는 영역을 일 예로 든 것이

며, 이에 국한되는 것은 아니다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 패널 내 외곽 코너부에 유전 특성을 측정하는 패턴을 삽입한 경우를 보여주는 예시도

이다.

액정 패널(900)의 외곽 영역에 데이터를 출력하지 않는 영역 중에 배향막이 도포된 영역이 존재한다. 이 영역에 배향막의

유전 특성을 측정하는 패턴을 삽입할 수 있다. 배향막이 도포된 영역 중에서 실제 데이터가 출력되지 않는 영역에는 다른

패턴이 식각되어 있어도, 시청에 방해가 되지 않는다. 따라서, 이러한 영역에 패턴을 식각하면 배향막의 유전 상태를 체크

할 수 있다. 먼저, 패널의 IC를 구동하는 IC 구동부인 PBA(Printed Board Array)(700)와 패널의 일부(910) 사이에 TCP

(Tape Carrier Package)가 존재한다. TCP를 통해 액정 패널과 IC 구동부를 연결하는 방식은 일 실시예이며, 이외에도,

COG(Chip On Glass) 실장 기술을 사용할 수 있다. TCP에 여러 전극이 연결되어 있다. 전술한 바와 같이, 전극을 식각하

면서 유전 특성을 측정하는 패턴을 함께 식각하므로, 커패시터의 전극도 함께 TCP와 연결되어 측정이 가능하다. 커패시터

(500)의 일부를 확대한 형상은 580과 같다. TCP 영역을 통해 PBA와 연결되어 있으므로, 패널을 조립한 상태에서도 배향

막의 유전 특성을 측정할 수 있다.

도 6은 도 5의 상세한 이해를 돕기위한 액정 표시 장치의 단면도이다. 액정 패널의 일부(910)는 컬러 필터 기판(210)과 박

막 트랜지스터 기판(260)으로 구성된다. 도 6에서는 박막 트랜지스터 기판(260)에 도포된 배향막의 유전 특성을 측정하기

위한 커패시터가 설치된 예를 보여준다. 커패시터(500)는 공통 전극 또는 화소 전극이 글래스 위에 식각되는 것과 유사한

형태로 식각되어 있다. 그리고 그 위에 배향막(160)이 도포되어 있다. 마찬가지로 컬러 필터 기판(210)에도 배향막(110)

이 도포되어 있다. 그리고 액정을 주입하기 위한 실(Seal)(290)이 존재한다. 커패시터(500)에 전극을 공급하고, 유전 특성

을 측정하기 위해 TCP(800)와 연결되어 있다. 이때, 드라이브 IC(810)에서 전기의 인가를 제어할 수 있다. 그리고 TCP는

PBA(700)와 전기적으로 연결되어(710) 외부에서 커패시터와 공통 전극 또는 화소 전극등 패널 내에 식각된 엘리먼트를

제어할 수 있도록 한다.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는

본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수

있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 따른 액정 표시 장치에 의하면, 박막 트랜지스터 기판과 컬러 필터 기판에 배향막을 도포한 후

에 배향막의 유전 특성을 측정하여 불량률을 예방할 수 있다. 또한 액티브 영역의 배향막의 유전 특성을 측정하여 공정과

정에서 지속적으로 모니터링 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 배향막의 유전 특성을 검사하는 엘리먼트를 삽입한 경우를 보여주는 예시도이다.

도 2는 도 1의 인터디지털 커패시터와 기판, 배향막의 위치를 단면으로 보여주는 단면도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 배향막과 기판 사이에 삽입되는 엘리먼트의 구조를 보여주는 예시도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 배향막의 유전 특성을 측정하는 커패시터가 삽입될 수 있는 위치를 액정 표시 장치의

단면에 표시한 예시도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 패널 내 외곽 코너부에 유전 특성을 측정하는 패턴을 삽입한 경우를 보여주는 예시도

이다.
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도 6은 도 5의 상세한 이해를 돕기위한 액정 표시 장치의 단면도이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100, 110, 160 : 배향막 210 : 컬러 필터 기판

260 : 박막 트랜지스터 기판 500, 511, 521 : 인터디지털 커패시터

700 : PBA 800 : TCP

도면

도면1

도면2
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도면3

도면4
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도면5

도면6
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